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Одним из показателей качества электроэнергии является уровень 
несинусоидальности напряжения и тока. Наличие высших гармоник в 
сети приводит к увеличению потерь в электрических машинах и 
аппаратах, ухудшению изоляции, появлению перенапряжений, 
ухудшению работы устройств релейной защиты, автоматики и 
телемеханики. 
Данная проблема имеет несколько вариантов решения, одним из 
которых является применение параллельных активных фильтров, 
недостатками которых является ограниченная скорость изменения 
выходного тока,  а также создание помех на частоте ШИМ. 
Для устранения перечисленных недостатков предлагается 
модифицировать параллельный активный фильтр за счет подключения 
дополнительного активного корректирующего звена, работающего в 
линейном режиме. В результате появляется возможность значительно 
уменьшить остаточный коэффициент несинусоидальных искажений 
тока сети и при необходимости подавить помехи на несущей частоте 
инвертора, не прибегая к усложнению интерфейсного фильтра и без 



















Устройство содержит: инвертор 
напряжения, выполненный на IGBT-
транзисторах (БТ1) с обратными 
диодами, питающийся от звена 
постоянного тока с накопительными 
конденсаторами (БК1); датчики тока 
дросселей (ДТ1) и тока нагрузки 
(ДТ2); интерфейсный фильтр: 
дроссели (БД) и конденсаторы (БК2); 
схему управления (СУ); 
корректирующее звено на полевых 
транзисторах (БТ2). 
 В результате проведенного моделирования в системе Mathcad 
было отмечено значительное повышение подавляющей способности 
модифицированного активного фильтра. 
В дальнейшем возможно улучшение качества фильтра за счет 
снижения активных потерь в транзисторах. 
